Зарождение предпереходного состояния в кристаллической структуре кубических монокристаллов II-VI при сильном легировании ян-теллеровскими 3d- ионами.
В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова

В результате проведённого при комнатной температуре нейтронографического исследования полупроводниковых кристаллов с основным структурным мотивом цинковой обманки Zn0.9Ni0.1S и Zn0.9V0.1Se обнаружены и детально изучены признаки проявления зарождающегося предпереходного состояния к ГЦК↔ГПУ концентрационному фазовому переходу, на базе формирующейся согласованности в подсистеме атомных смещений при рассматриваемом уровне легирования. Полученные результаты вносят существенный вклад в физику разбавленных магнитных полупроводников, поскольку обеспечивают более высокий уровень понимания проблемы низкой растворимости магнитоактивной 3d- примеси в широкозонных матрицах II-VI при отсутствии сферической симметрии 3d- электронной оболочки у замещающих ионов.
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